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PCM1717シリーズの
THD+N 対周波数特性とスペクトラム
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2.  デジタル･フィルタ
PCM1710はまた、デジタル･フィルタを内蔵しています。

デジタル･フィルタの抑圧レベルは、阻止帯域において
–62dBで、周波数特性を図4に示します。
オーバー･サンプリングによる1Fs～8Fsのスペクトラムは

このデジタル･フィルタによって抑圧されますが、出力スペ
クトラムはオーディオ帯域外に–62dB以下のレベルの残留
スペクトラムを含みます。

3.  出力スペクトラム実測例
Photo‐1とPhoto‐2にPCM1710直接出力によるFFTスペ

クトラム実測例を示します。ここでの出力は、信号周波数
fsig=20kHz、出力レベル=フルスケール（0dB）で、測定帯域
幅は

概　要
このアプリケーションノートはPCM1710の出力スペクト

ラムについて解説するとともに、実例データを示していま
す。また、PCM1710用のポスト･ローパスフィルタ設計例
と実測データを示していますので御参照下さい。

1.  内部ローパスフィルタ
PCM1710はオーバー･サンプルされた高周波領域のスペ

クトラムを除去するためのローパスフィルタを内蔵してい
ます。この内部ローパスフィルタの等価回路を図1に示しま
す。また、内部ローパスフィルタの周波数特性を図2、図3
に示します。図3からわかるように、このローパスフィルタ
は100kHz付近の周波数より低い部分に対しては抑圧効果は
ありません。
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図 1. ローパスフィルタの等価回路 











6.  THD＋N対信号周波数実測例
図9に、次に示す条件によるTHD＋N対信号周波数特性の

実測例を示します。
(a)直接出力、THDメータ、30kHz  LPF  ON
(b)3次ローパスフィルタ出力/THDメータ、30kHz  LPF
ON

(c)ゲイン付き2次ローパスフィルタ出力/THDメータ、
30kHz  LPF  ON

(d)11次、20kHzローパスフィルタ出力（EIAJ法）

図9において、各条件によって測定値が異なるのは、
THD+N測定における+N（帯域外ノイズ）成分の大きさによ
るものです。なお、Photo‐13、Photo‐14に上記(d)条件の
スペクトラムを示します。
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(b)  3rd–order  LPF+30K  LPF  ON

(d)  20K  LPF  ON

(c)  2nd–order  LPF  with  Gain  +30K  LPF  ON
(256fs, DEM–DAI1710 条件)
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図 9.  THD+N対信号周波数特性 

0dB、f=20kHz、256/384fs  20kHz  LPF  ON –60dB、f=1kHz、256/384fs  20kHz  LPF  ON
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半導体製品は、取り扱い、保管･輸送環境、基板実装条件によっ
ては、お客様での実装前後に破壊/劣化、または故障を起こすこ
とがあります。 
弊社半導体製品のお取り扱い、ご使用にあたっては下記の点

を遵守して下さい。 
1.　静電気 

●　素手で半導体製品単体を触らないこと。どうしても触
る必要がある場合は、リストストラップ等で人体からアー
スをとり、導電性手袋等をして取り扱うこと。 

●　弊社出荷梱包単位（外装から取り出された内装及び個装） 
又は製品単品で取り扱いを行う場合は、接地された導
電性のテーブル上で（導電性マットにアースをとったも
の等）、アースをした作業者が行うこと。また、コンテ
ナ等も、導電性のものを使うこと。 

●　マウンタやはんだ付け設備等、半導体の実装に関わる
全ての装置類は、静電気の帯電を防止する措置を施す
こと。 

●　前記のリストストラップ・導電性手袋・テーブル表面
及び実装装置類の接地等の静電気帯電防止措置は、常
に管理されその機能が確認されていること。 

2.　温･湿度環境 
●　温度：0～40℃、相対湿度：40～85％で保管・輸送

及び取り扱いを行うこと。（但し、結露しないこと。） 

●　直射日光があたる状態で保管・輸送しないこと。 
3.　防湿梱包 

●　防湿梱包品は、開封後は個別推奨保管環境及び期間に
従い基板実装すること。 

4.　機械的衝撃 
●　梱包品（外装、内装、個装）及び製品単品を落下させたり、
衝撃を与えないこと。 

5.　熱衝撃 
●　はんだ付け時は、最低限260℃以上の高温状態に、10

秒以上さらさないこと。（個別推奨条件がある時はそれ
に従うこと。） 

6.　汚染 
●　はんだ付け性を損なう、又はアルミ配線腐食の原因と

なるような汚染物質（硫黄、塩素等ハロゲン）のある環
境で保管・輸送しないこと。 

●　はんだ付け後は十分にフラックスの洗浄を行うこと。 
（不純物含有率が一定以下に保証された無洗浄タイプの
フラックスは除く。） 
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